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【はじめに】我々はこれまでDCスパッタエピ成長法で，

成長温度 175℃で (100)Si基板上に膜厚 10μm以上の Si

厚膜を実現できることを示してきた[1]．また本方法で n
+

エミッタを形成した単結晶 Si 太陽電池も実現できた[2]．

しかし本方法での光吸収層への適用はまだ示されていな

い．本研究では，初めて本方法で光吸収層を形成した Si

薄膜太陽電池を試作した結果について発表する．  

【実験方法】薄膜 Si太陽電池の作製プロセスを図 1に示

す．DC スパッタにより抵抗率 2.0×10
-3 
Ωcmの鏡面研磨

(100)p
+
-Si基板上に i-Si(抵抗率 0.55 Ωcm)及び n

+
-Si膜(抵

抗率 4.7×10
-4 
Ωcm)を真空中で連続エピ成長した．膜厚は

それぞれ 1000 nmと 300 nmであった．ここで基板の予備

加熱温度は 310 ℃とした．続いて反射防止膜として

SiNx:H膜を反応性パルス DCスパッタにより室温で堆積

した[3]．膜質改善のために 900 ℃でフォーミングガスア

ニールを 30分間行った後に，表面くし形 Ag電極と裏面

全面 Al電極を続けてスクリーン印刷した．大気中で

780 ℃で 58秒間焼結し，表面 Ag電極の n
+エミッタへの

コンタクトと裏面 p
+
BSF層の形成を行った．ここで太陽

電池の受光面積は 0. 25 cm
2であった．AM1.5 模擬太陽光

(Class B)を照射して IV特性を測定した． 

【実験結果】図 2 に太陽電池特性を示す．Voc=0.47 V，

Jsc=8.84 mA/cm
2，FF=59 %，η=2.47 %，が得られた．Voc

が 0.47 Vと低い理由は 900℃アニールによりエミッタ層

の表面濃度が下がってしまった為であり，これはプロセ

スにより解決可能である．一方で Jscに関しては反射スペ

クトルと太陽光スペクトルを考慮して見積もった

1300nm 厚の Si 膜が発生できる最大電流密度は 10.2 

mA/cm
2 であったのに対して本研究では 8.84 mA/cm

2 と

高い値が得られた．これはスパッタエピ Si膜の膜質の良

さを示しており，本方法の太陽電池応用へのポテンシャ

ルを示す結果である． 
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図 1 太陽電池作製プロセス 
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図 2 太陽電池特性 
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